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Description 

La presente invention a pour objet un procede 
^encapsulation de composants semi-conduc- 
teurs, notamment de composants de grande 
complexite et les composants encapsules obte- 
nus. 

^encapsulation de composants semi-conduc- 
teurs de grande complexite est un element impor- 
tant de la fabrication des circuits integres dans la 
mesure ou les techniques utilisees sont souvent 
couteuses, notamment si la production envisagee 
ne porte pas sur des series suffisantes. Ceci est 
par exemple le cas de la technique de report de 
pastilles sur support-film dite TAB. 

Le principal probleme pose est la realisation 
des connexions permettant de relier les circuits 
integres avec I'exterieur, dans (a mesure ou Ton 
recherche a augmenter le nombre de connexions 
possibles en reduisant au maximum la taille du 
composant unitaire fabrique. Or ce sont les neces- 
saires connexions avec I'exterieur qui exigent le 
plus de place, car on ne sait pas les reduire aux 
dimensions de cedes qui sont mises en ceuvre a 
i'interieur des circuits integres qu'elles desser- 
vent. 

En effet, si Ton reporte les pastilles par soudage 
sur un reseau metallique de connexion realise a 
partir d'une feuille metallique, les contraintes 
mecaniques de tenue du reseau avant soudage 
limitent la reduction des dimensions des partes 
de connexion. 

Si par contre il est possible de realiser un 
reseau de connexion de tres petites dimensions 
sur un substrat par differentes techniques usuel- 
les en microelectronique, telles que depot selectrf 
a travers un masque, ou photo lithographic addi- 
tive ou eventuellement soustractlve si le substrat 
a ete prealablement revetu d'une couche metalli- 
que, on ne sait pas separer le reseau de 
connexion du substrat isolant qui le porte et Ton 
ne peut done utiliser le reseau de connexion ainsi 
forme sauf a placer les connexions du meme cote 
que la pastille, ce qui n'est pas le but recherche. 

La presente invention a done pour objet un 
procede decapsulation de composants semi- 
conducteurs et notamment de composants de 
grande complexite permettant la production de 
composants encapsules ayant un reseau de 
connexion de tres petites dimensions. 

Selon une caracteristique de ('invention les 
connexions destinees a relier chaque composant 
avec I'exterieur sont realises sous forme d'un 
reseau metallique dispose sur une couche 
conductrice d'alliage a bas point de fusion qui 
recouvre urt substrat metallique temporafre, apres 
mise en place et, raccordement de chaque 
composant puis immobilisation au moyen d'une 
resine durcissable, le retrait du substrat tempo- 
raire par fusion de la couche d'alliage met a jour 
les faces des zones des connexions qui sont 
destinees a la mise en liaison electrique et/ou 
thermique des composants avec I'exterieur. 

De plus les composants encapsules, selon le 



procede objet de I'invention. qui comportent 
chacun au moins une pastille immobilisee dans 
une resine durcie avec ses fils de liaison a des 
zones de connexion metalliques et coplanaires 
5 destinees a assurer sa mise en liaison avec 
I'exterieur, comportent egalement un substrat 
metallique temporaire de protection lie aux zones 
metalliques de connexion par une couche 
d'alliage a bas point de fusion dont la fusion 
10 permet de retirer le substrat temporaire et de 
mettre a jour les faces des zones de connexion 
qui sont destinees a la mise en liaison electrique 
et/ou thermique avec I'exterieur. 

La figure 1 presente une vue en arrache partial 
15 d'un composant realise selon rinvention. 

La figure 2 presente une vue d'un ensemble 
substrat temporaire, couche d'alliage, couche 
metallique correspondent a une etape interme- 
diaire du procedS decapsulation de composants 
20 selon I'invention. 

La figure 3 presente une vue d'un ensemble 
selon la figure 2 d'une pastille montee et raccor- 
dee correspondant a une etape uiterieure du 
procede d 'encapsulation selon I'invention. 
25 La figure 4 presente une vue de dessous d'un 
composant encapsule selon I'invention. 

La figure 5 presente une vue de dessous d'un 
composant encapsule selon une variante de 
rinvention. 

30 Le composant seml-conducteur presente a la 
figure 1 comporte classiquement une pastille ou 
puce de silicium 1, reliee par des fils conducteurs 
de liaisons 2, tels 2A, 2B, 2C, 2D, 2E a un nSseau 
de zones metalliques de connexion 3, tels 3A, 3B, 

35 3C, 3D, 3E, qui assurent la mise en liaison 
electrique des circuits contenus dans la pastille 1 
avec I'exterieur du composant. Dans I'exemple 
presente une zone metallique 4 preferablement 
coplanaire avec les zones de connexion 3 assure 

AO la mise en liaison thermique de la pastille 1 avec 
I'exterieur, pour ('evacuation des calories engen- 
drees par le fonctionnement. 

La pastille, les fils de liaison 2 et les zones de 
connexion 3 sont recouvertes par une resine 5 

45 durcie qui assure un isolement electrique et 
('immobilisation des fils 2 et de la pastille 1 entre 
eux et par rapport aux zones de connexion 3 et 4. 

La face de ces zones de connexion 3 et 4 
destinee a assurer leur connexion avec des lial- 

50 sons non figurees desservant des circuits exte- 
rieurs non figures, est soudee a une couche 
conductrice d'alliage a bas point de fusion 6 
recouvrant un substrat metallique 7, dit tempo- 
raire, assurant une protection des zones de 

55 connexion contre les deteriorations et les pollu- 
tions avant utilisation du composant. La fusion de 
la couche d'alliage 6 permet le retrait du substrat 
temporaire 7 ce qui assure la mise a jour des 
faces des zones de connexion 3 et 4 servant a 

60 raccorder le composant avec I'exterieur. 

Selon I'invention le procede decapsulation 
•est le suivant. En premier lieu on realise une 
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mince couche conductrtce d'ailiage a bas point 
de fusion 6 sur un substrat metailique 7 normale- 
ment conducteur. 

Le substrat est compose par exemple d'une 
classique tole et ralliage est par exemple du type 
etain-plomb permettant le soudage et I'etamage 
des metaux sur lequel on le depose. Ce depot 
d'ailiage peut etre effectue par tout moyen appro- 
prie, c'est par exemple un depot electrolytique 
d'epaisseur suffisante pour eviter la creation 
d'ailiage ternaire du type etain-plomb-cuivre a 
temperature de fusion relativement elevee lors de 
I'etape suivante de constitution des zones de 
connexion metailique, on choisira par exemple 
une epaisseur minimale de I'ordre de dix a trente 
microns. 

Cette premiere etape n'est pas necessairement 
directement suivie par les etapes sulvantes dans 
ia mesure ou II est envisageable d'utiliser des 
plaques ou un ruban metailique prealablemerrt 
recouverts d'ailiage a bas point de fusion. 

En second lieu on realise les zones de 
connexion metailique 3 et 4 sous forme d'un 
reseau qui est dispose sur la couche d'ailiage 6 
(figure 2). 

Plusieurs techniques sont possibles, une pre- 
miere d'entre elles consiste a utiliser une feutlle 
metailique predecoupee comportant les differen- 
tes zones de connexion 3 et 4 rellees entre elles 
par des liaisons temporaires non figurees ici que 
Pon retire apres soudage des zones de connexion 
sur la couche d'ailiage. Cette solution permet de 
reduire notablement la surface occupee par les 
zones de connexion d'une pastille dans la mesure 
ou I'on peut beneficier des liaisons temporaires 
lors du soudage des zones de connexion 3 et 4 
sur la couche d'ailiage 6 pour resister aux 
contraintes mecaniques qui seront ensuite sup- 
portees par la resine durcie englobant le compo- 
sant obtenu. 

Selon une variante de V invention le metal des- 
tine a former le reseau metailique de connexion 
est depose sur fa couche d'ailiage 6 portee par le 
substrat 7. Le reseau est par exemple obtenu par 
depot selectif, a travers un masque, d'un metal tei 
que du cuivre ou du nickel ou par enlevement 
selectif d'un depot metailique unrforme global 
selon notamment les techniques de photolitho- 
graphic. Le resultat obtenu est un reseau metaili- 
que dispose preferablement selon" un motif repeti- 
tif regulier tel que ceux presentes aux figures 4 et 
5, permettant la realisation simultanee et/ou en 
continu de composants encapsules selon ('inven- 
tion. L'epaisseur et les dimensions des plots que 
constituent les differentes zones de connexion 3 
et 4 ainsi que leur ecartement sont choisis en 
fonction des contraintes elecfriques usuelles, 
sans qu'intervlennent les contraintes mecaniques 
introduites par I'emplol de reseaux realises a 
parttr de feuilles predecoupees puisque les plots 
ainsi obtenus sont assujettis au substrat tempo- 
raire 7 par la couche d'ailiage qui a servi de base 
a leur realisation. 

II est done possible d'utiliser les techniques 
usuelles en microelectronique pour realiser un 



reseau de connexion de taille minimale pour 
chaque pastille 1 sur le substrat temporaire 7 
recouvert d'ailiage. 
On effectue ensuite la mise en place des pastil- 

5 les 1 sur leurs zones 4 respectives et ieur raccor- 
dement eiectrique aux zones de connexion 3 
correspondantes par des fils de liaison 2 telle la 
pastille 1 sur la zone 4 et avec les zones 3 A, 3B ... 
via les fils de liaisons 2A, 2B ... ainsi que le montre 

10 la figure 3. Les moyens utilises sont ceux habituel- 
lement mis en ceuvre pour le posit ionnement et le 
raccordement de pastilles sur un substrat isolant 
dote de zones de connexion. 
L'enrobage de chaque composant, egalement 

15 realise de maniere classique s'effectue au moyen 
d'une resine durcissable 5 coulee ou moulee 
recouvrant la pastille 1, les fils de liaison 2 et les 
zones de connexion 3. Le durcissement de cette 
resine par ref roidissement ou polymerisation per- 

20 met d'assujettir les uns aux autres les differents 
elements 1 , 2, 3 et 4 de chaque composant. 

Apres durcissement de la resine 5 la fusion de 
la couche d'ailiage 6 par simple chauffage a 
relativement basse temperature permet d'eliminer 

25 le substrat metailique temporaire 7 qui a permis la 
realisation d'un reseau metailique de connexion 
de faibles dimensions. 

Le retrait du substrat temporaire 7, qui peut 
s'effectuer soit en fin de procede de production 

30 des composants, soit u Iter ieu rem ent lors de la 
mise en ceuvre des composants. permet de mettre 
a jour les faces des zones de connexion 3 et 4 qui 
sont destinees a la mise en liaison eiectrique 
et/ou thermlque avec I'exterieur. 

35 Le retrait du substrat temporaire 7 Juste avant 
mise en ceuvre presente I'avantage d'assurer la 
protection contre les deteriorations par choc ou 
frottement et contre les pollutions des zones sur 
lesquelles les contacts avec I'exterieur seront 

40 etablis. 

La fusion de la couche d'ailiage laisse de plus 
subsister un film d'etamage sur les faces a nu des 
zones de connexion, ce qui permet d'eviter une 
operation d'etamage normalement necessaire au 

45 soudage des liaisons venant de I'exterieur non 
figurees ici. 

Ainsi qu 'amorce sur les dessins des figures 2 et 
3 generalement on realise bien entendu simulta- 
nement une pluralite de composants et le reseau 

50 metailique de connexion presente un motif repeti- 
tif regulier preferablement matriciel dans lequel 
des plots de diffusion thermique 4 dont les 
dimensions correspondent a celles des pastilles 1 
sont respectivement entoures par des zones satel- 

55 lites de connexion 3. Chaque composant est 
separe des autres apres enrobage dans la resine 
et durcissement de cette derniere, par sciage ou 
sectionnement, soit avant soit apres retrait du 
substrat temporaire. 

60 La figure 4 presente une vue d'un tel composant 
unitaire dont les zones de connexion 3 et 4 ont 
ete mises a nu. 

Selon une variante de ('invention, on realise le 
reseau metailique de connexion selon un motif 

65 regulier compose de plots identiques disposes 
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matriciellement, ainsi que presente a la figure 5. 
La zone de diffusion thermique disposee sous la 
pastille est alors composee d'une pluralite de 
plots 3 represents en grise qui sont identiques 
au plot de connexion electrique 3 qui les entou- 
rent. 

Ceci permet d'utiliser ie meme motif pour 
differerrts composants, ce qui presente un interet 
certain s'i! est necessaire de realiser des petites 
series de composants dont les pastilles sont 
d'lfferentes. 



Revendications 

1. Procede d'encapsulation de composants 
semi-conducteurs et notamment de composants 
de grande complexity, caracterise en ce que Ton 
realise les zones de connexions (3, 4) destinees a 
relier chaque composant avec I'exterieur sous 
forme d'un reseau metallique qui est dispose sur 
une couche conductrice d'alliage a bas point de 
fusion (6) recouvrant elle-meme un substrat 
metallique temporaire (7), en ce qu'apres mise en 
place et raccordement de chaque pastille de 
composant (1) puis immobilisation au moyen 
d'une resine durcissable (5), on fait fondre la 
couche d'alliage (6) apres durcissage de la resine 
(5), ce qui permet de retirer le substrat temporaire 
(7) et de mettre a jour les faces des zones de 
connexions (3 et 4) qui sont destinees a la mise en 
liaison electrique et/ou thermique des compo- 
sants ainsi encapsules, avec I'exterieur. 

2. Procede d'encapsulation selon la revendica- 
tion 1, caracterise en ce que le reseau metallique 
(3, 4) est obtenu par decoupage d'une feuille de 
metal et qu'il est soude par chauffage sur la 
couche d'alliage (6). 

3. Procede d'encapsulation selon la revendica- 
tion 1, caracterise en ce que le reseau metallique 
(3, 4) est obtenu a partir d'un depdt metallique 
realise sur la couche d'alliage (6) selectivement 
ou gfobalement avec retrait selectrf. 

4. Procede d'encapsulation selon la revendica- 
tion 1, caracterise en ce qu'il comporte les phases 
suivantes : 

depot de la couche d'alliage a bas point de 
fusion (6) sur le substrat metallique temporaire 
(7), 

realisation du depot metallique destine a former 
le reseau de connexion, sur la couche d'alliage 

mise en place et cablage des pastilles (1) sur les 
zones de connexion (3, 4) du reseau, 

recouvrement de chaque composant compose 
d'une pastille (1) de ses fits de liaison (2) et de ses 
zones de connexion (3, 4) par moulage ou coulage 
d'une resine durcissable (5), 

durcissement de la resine (5) 

dissociation du substrat temporaire (7) et de la 
couche m6tallique (3, 4) porteuse de composants 
par fusion de la couche d'alliage (6) ce qui met a 
jour les faces, ainsi etamees, des zones de 
connexion (3, 4) qui sont destinees a la mise en 
liaison electrique et/ou thermique des compo- 



sants avec i'exterieur. 

5. Procede d'encapsulation de composants 
semi-conducteurs selon la revendication 1, carac- 
terise en ce que le depot de la couche metallique 

5 (3, 4) s'effectue selon un motif repetitlf regulier 
comprenant une zone centrale (4) pour la diffu- 
sion thermique dont les dimensions correspon- 
dent a celles de la pastille (1) qu'on vient y 
appliquer et des zones satellites de connexion (3) 

10 disposees autour de la zone centrale, les differen- 
tes zones d'un motif definissant un ensemble 
unitaire mecaniquement separable par sectionne- 
ment, apres mise en place de la pastille (1), 
raccordement des fils de liaison (2) et durcisse- 

15 ment de la resine d'encapsulation (5). 

6. Procede d'encapsulation de composants 
semi-conducteurs selon la revendication 1, carac- 
terise en ce que le depot de la couche metallique 
s'effectue selon un motif repetitif regulier compre- 

20 nant une pluralite de plots identiques (3) deposes 
matriciellement de maniere a permettre la crea- 
tion d'une zone de diffusion thermique sous 
chaque pastille a I'aide de plusieurs plots (3) sur 
lesquels cette pastille est appliquee et a permettre 

25 la connexion des fils de liaison (2) issus de la 
pastille (1) aux plots (3) entourant cette pastille de 
maniere a ce que I'ensemble unitaire ainsi forme 
sort mecaniquement separable par section nement 
apres mise en place de la pastille, raccordement 

30 des fils de liaison (2) et durcissement de la resine 
d'encapsulation (5). 

7. Procede d'encapsulation de composants 
semi-conducteurs selo.n la revendication 1, carac- 
terise en ce que I'etamage des zones de 

35 connexion avant soudage des connexions ema- 
nant de I'exterieur est assure par la fusion de la 
couche d'alliage (6) placee entre le substrat 
temporaire (1) et la couche metallique lors du 
retrait dudit substrat. 

40 8. Composant semi-conducteur encapsule 
comportant au moins une pastille (1) immobilisee 
dans une resine durcie avec ses fils de liaison (2) 
a des zones metalliques coplanaires de 
connexion (3) destinees a assurer sa mise en 

45 liaison avec I'exterieur, caracterise en ce qu'il 
comporte de plus un substrat metallique tempo- 
raire de protection (7) lie aux zones metalliques 
coplanaires de connexion (3) par une couche 
d'alliage a bas point de fusion (6), dont la fusion 

50 permet de retirer le substrat temporaire et de 
mettre a jour les faces des zones de connexion 
qui sont destinees a la mise en liaison electrique 
et/ou thermique du composant avec I'exterieur. 

55 

Claims 

1. A method of encapsulating semiconductor 
components, and particularly those of a high 

60 complexity, characterized in that the connection 
zones (3, 4) conceived to connect each compo- 
nent with the outside are realized as a metallic 
network which is disposed on a conducting layer 
of an alloy having a low melting point (6) and 

65 covering a temporary metal substrate (7), that 
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after positioning and connecting each component 
chip (1) and after its immobilization by means of a 
hardenable resin (5) and after the hardening of 
the latter the alloy layer (6) is melted, thus 
allowing the temporary substrate (7) to be with* 
drawn and the surfaces of the connection zones 
(3, 4) to become apparent, which are conceived to 
connect electrically and/or thermally the encapsu- 
lated components with the outside. 

2. An encapsulation method according to 
claim 1, characterized In that the metallic network 
(3, 4) is obtained by cutting out a metal film and 
that it is soldered to the alloy layer (6) by heating 
it. 

3. An encapsulation method according to 
claim 1 , characterized in that the metallic network 
(3, 4) is obtained from a metallic coating on the 
alloy layer (6) in a selective manner or a global 
manner followed by selective removing. 

4. An encapsulation method according to 
claim 1, characterized in that it includes the 
following steps : 

depositing the alloy layer having a low melting 
point (6) on the temporary metal substrate (7), 

realizing the metal coating conceived to consti- 
tute the connection network, on the alloy layer 
(6). 

positioning and wiring the chips (1) on the 
connection zones (3, 4) of the network, 

moulding or pouring a hardenable resin (5) 
over each component composed of a chip (1), its 
connection wires (2) and its connection zones (3, 
4). 

hardening of the resin (5), 

separating the temporary substrate (7) and the 
metal layer (3, 4) bearing the components, by 
melting the alloy layer (6), thus rendering appa- 
rent the tinned connection zones (3, 4) which are 
conceived to electrically and/or thermally connect 
the components with the outside. 

5. A method for encapsulating semiconductor 
components according to claim 1, characterized 
in that the depositing of the metal layer (3, 4) is 
made according to a regular repetitive pattern 
comprising a central zone (4) for the thermal 
diffusion, the dimensions of this zone correspond- 
ing to that of the chip (1) which has been applied 
thereon, and satellite connection zones (3) dis- 
posed around the central zone, the different 
zones of one pattern defining a unit which may be 
separated mechanically by cutting after position- 
ing of the chip (1), branching of the connection 
wires (2) and the hardening of encapsulation 
resin (5). 

6. A method for encapsulating semiconductor 
components according to claim 1, characterized 
in that the metal layer is deposited according to a 
regular repetitive pattern comprising a plurality of 
identical plots (3) in a matrix arrangement such 
that a thermal diffusion zone is created beneath 
each chip by means of several plots (3) on which 
this chip is laid, and that the connection wires (2) 
originating from the chip (1) are connected to the 
plots (3) surrounding said chip, so that the result- 
ing unit may be mechanically separated by cutting 



after positioning of the chip, branching of the 
connection wires (2) and hardening of the encap- 
sulation resin (5). 

7. Method for encapsulating semiconductor 
5 components according to claim 1, characterized 

in that the tinning of the connection zones prior 
to the soldering of the connections originating 
from the outside is obtained by diffusion of the 
alloy layer (6) placed between the temporary 
10 substrate (1) and the metal layer during the 
withdrawal of said substrate. 

8. An encapsulated semiconductor component 
comprising at least one chip immobilized in a 
hardened resin with its connection wires (2) 

15 conceived for the connection with the outside, 
characterized in that it further comprises a protec- 
tive temporary metal substrate (7) connected to 
the coplanar metallic connection zones via an 
alloy layer of a low melting point (6), the melting 

20 of which allows the temporary substrate to be 
withdrawn and the surfaces of the connection 
zones to become apparent, which are conceived 
to electrically and/or thermally branch the compo- 
nent with the outside. 

25 

PatentansprOche 

1. Verfahren zum Einkapseln von Halblei- 
30 terbauteilen, insbesondere solchen groBer Kom- 

plexitat, dadurch gekennzeichnet, daB die An- 
schluBzonen (3, 4), die jedes Bauteil nach auBen 
verbinden sollen, in Form eines metallischen 
Netzes ausgebildet sind, daB auf einer ein provlso- 

35 risches Metal Isubst rat (7) bedeckenden leitenden 
Schicht aus einer Legierung mit niedrigem 
Schmelzpunkt (6) liegt, daB man nach dem Auf- 
bringen und AnschlieBen jedes Bauteitplattchens 
(1) und nach dessen Befestigung mithilfe eines 

40 hartbaren Harzes (5) die Legierungsschicht (6) 
nach dem Ausharten des Harzes (5) schmelzen 
ISBt, so daB es mdglich wlrd, das provlsorische 
Substrat (7) zu entfernen und die Flachen der 
Verblndungszonen (3 und 4) frelzulegen, die dazu 

45 bestimmt sind, die so eingekapselten Bauteile 
elektrisch und/oder thermisch nach auBen zu 
verbinden. 

2. Einkapselungsverfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB das metallische 

50 Netz (3, 4) durch Ausschneiden aus einer Metallfo- 
lie erhalten wird und daB es durch Erhitzen auf 
die Legierungsschicht (6) aufgeldtet wird. 

3. Einkapselungsverfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB das metallische 

55 Netz (3, 4) ausgehend von einer Metallabschei- 
dung erhalten wird, die auf die Legierungsschicht 
(6) selektiv Oder global mit anschlieBender selekti- 
ver Entfernung aufgebracht wird. 

4. Einkapselungsverfahren nach Anspruch 1, 
60 dadurch gekennzeichnet, daB es die folgenden 

Verfahrensschritte aufweist : 

Aufbringen der Legierungsschicht mit niedri- 
gem Schmelzpunkt (6) auf das provlsorische me- 
tallische Substrat (7), 
65 Herstellung der Metallschlcht fur das Ver- 
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bindungsnetz auf der Legierungsschicht (6), 

Aufbringen und Verdrahten der Plattchen (1) 
auf den Verbindungszonen (3 f 4) des Netzes. 

Bedecken jedes aus einem Plattchen (1), seinen 
AnschluBdrahten (2) und seinen Verbindungszo- 
nen (3. 4) gebildeten Bauteils durch ClbergieBen 
mit einem hartbaren Harz (5). 

Aushartung des Harzes (5), 

Entfernung des proviso rise hen Substrats (7) 
und der die Bauteile tragenden metallischen 
Schlcht (3, 4) durch Schmelzen der Legierungs- 
schicht (6), wodurch die so verzinnten Flachen 
der Verbindungszonen (3, 4) zutagetreten, die 
dazu bestimmt sind, die Bauteile etektrisch und/ 
Oder thermisch nach auBen zu verbinden. 

5. Verfahren zur Einkapselung von Halblei- 
terbauteilen nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Aufbringen der Metallschicht 
(3, 4) gemaB einem regelmaBigen repetitiven 
Muster erfolgt, das eine zentrale Zone (4) fur die 
thermische Diffusion und mit Abmessungen, die 
denen des dort aufgebrachten Plattchens (1) 
entsprechen, und Satellitenzonen (3) zur Ver- 
bindung aufwefst, die um die zentrale Zone he rum 
angeordnet sind, wobei die verschiedenen Zonen 
elnes Musters eine mechanisch durch Zerschnei- 
den abtrennbare Einheit nach dem Aufbringen 
des Plattchens (1), dem AnschluB der An- 
schluBdrahte (2) und dem Erharten des Einkapse- 
lungsharzes (5) bilden. 

6. Verfahren zur Einkapselung von Halblei- 
terbauteilen nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Abscheidung der Metallschicht 
gemaB einem repetitiven regelmaBigen Muster 
erfolgt, das eine Vielzahl von identischen Punkten 
(3) enthalt, welche matrixartig so aufgebracht 



sind, daB die Bildung einer thermischen Diffu- 
sionszone unter jedem Plattchen mithilfe mehre- 
rer Punkte (3) erreicht wird, auf die dieses Platt- 
chen gelegt ist, und daB der AnschluB der von 
5 dem Plattchen ausgehenden AnschluBdrahte (2) 
mit den das Plattchen umgebenden Punkten (3) 
erreicht wird, so daB die so gebildete Baueinheit 
mechanisch durch Zerschneiden nach dem Auf- 
bringen des Plattchens, dem AnschluB der An- 

10 schluBdrahte (2) und dem Erharten des Einkapse- 
lungsharzes (5) trennbar ist. 

7. Verfahren zum Einkapseln von Halblei- 
terbauteilen nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Verzinnen der AnschluBzone 

15 vor dem Anloten der von auBen kommenden 
Verbindungen durch Schmelzen der zwlschen 
dem provisorischen Substrat (7) und der Metall- 
schicht liegenden Legierungsschicht (6) wahrend 
des Abziehens des Substrats bewirkt wird. 

20 8. Eingekapseltes Halbleiterbauteil mit 
mindestens einem in einem geharteten Harz ein- 
geschlossenen Plattchen (1) und mit seinen Drah- 
ten (2) zum AnschluB an koplanare metallische 
AnschluBzonen (3), die dazu bestimmt sind, die 

25 Verbindung nach auBen herzustellen, dadurch 
gekennzeichnet, daB es auBerdem ein provisori- 
sches metallisches Schutzsubstrat (7) aufweist. 
das mit den koplanaren metallischen Ver- 
bindungszonen (3) uber eine Legierungsschicht 

30 mit niedrigem Schmelzpunkt (6) verbunden ist, 
deren Schmelzen es ermdglicht. das voruberge- 
hende Substrat zu entfernen und die Oberflachen 
der Verbindungszonen offenzulegen, die dazu 
bestimmt sind, das Bauteil elektrisch und/oder 

35 thermisch nach auBen anzuschlieBen. 
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